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PECVD淀积 SiO2 的应用
吕文龙
1 ,罗仲梓1 ,何熙 2 ,张春权 1
(1.厦门大学萨本栋微机电研究中心 ,厦门 361005;
2.天津大学材料学院 ,天津 300072)
摘要:研究了 PECVD腔内压力 、淀积温度和淀积时间等工艺条件对 SiO2薄膜的结构 、淀积速率和
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温度大大降低 , 一般可从 LPCVD中的 700℃下降至
最低 100℃, 且淀积速率快 , 可准确控制淀积速率
(约 60nm/min), 生成的薄膜结构致密;缺点是真
空度低 , 从而使薄膜中的杂质含量(Cl、O)较高 ,
薄膜硬度低 , 淀积速率过快而导致薄膜内柱状晶严










































度:250℃, 射频功率:200W, SiH4:30sccm, N2O:
25sccm, 腔内压力:1.0Pa)。淀积开始时自偏压较
大 ,淀积速率较快 ,随着淀积的进行 ,自偏压逐渐降









加 ,因为压力越大 ,淀积速率越快 ,得到的 SiO2膜变
得疏松 ,抗蚀性也降低 ,我们通常将腔内压力设置在
































































在 100℃～ 250℃之间。淀积温度越高 , SiO2膜的结构
越致密 ,薄膜质量越好。但由于我们采用光刻胶作为
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淀积温度:250℃, 射频功率:200W, SiH4:
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